Dodatek B — Deklaracje elementow.

Ponizj zestawione zostaty w kolejhaisalfabetycznej deklaracje elementow dqste w
programie PSpice. Kaa z nich uzupetniona jest o przyktadyeia i komentarz.

B TRANZYSTOR POLOWY ZtA CZOWY GAAS
Postacogolna:

B...... _dren _bramka ‘radto _nazwa_modelu [ area]
Przykiady:

BIN 100 1 0 GFAST

B13 22 14 23 GNOM 2.0
Tranzystor polowy ziezowy GaAs opisywany jest modelem matematycznym sblym do
modelu stosowanego dla zwyktego tranzystora polowegzalaego wykonanego w krzemie.
Liczba podana w poluareaokreda ile razy pole powierzchni zajmowane przez deklarowany
przyrzal jest wigksze od pola powierzchni zalomego w modelu.
Parametry: strona 160.
Opis modelu: strony 159, 160.

C K ONDENSATOR
Postacogolna:

Coe. n+ n- [_nazwa_modelu] _pojenigo$iC=_v]
Przyktady:

C11000.1U

C2120.2E-12 IC=1.5V

CFDBK 3 33 CMOD 10pF
Dodatni biegun kondensatora &, ujemny biegun tan-. Dodatni pra ptynie do bieguna
dodatniego do bieguna ujemnego przez kondensator. Véapmemndsi podana w polu
_pojemno< moze byc dodatnia lub ujemna nie mezbyc jednak réwna zeru. Za pomoca
modelu opisacmoza zalémo< pojemndsi od temperatury i nap@a panujaego na
zaciskach kondensatora. W polw podaje sjewarto€ napiecia panujaego na zaciskach
deklarowanego przyroa w chwili rozpoczeia analizy stanu nieustalonego.
Parametry: stron@.

Opis modelu: stronp 114
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D DIODA
Postat ogolna:

D....... n+ n- _nazwa modelu [_area)
Przyktady:

DCLAMP 14 0 DMOD

D13 15 17 SWITCH 15
Anoda diody to n+, katoda diody to n-. Dodatni prad ptynie od anody do katody przez diode.
Liczba podanaw polu _area okreSlaile razy pole powierzchni zgjmowane przez deklarowany
przyrzad jest wigksze od pola powierzchni zatozonego w modelul.
Parametry: strona
Opis modelu: strona

E ZRODLO PRADU STEROWANE NAPIECIEM
Postat ogolna:
E... n+ n- nct nc- _wzmocnienie
E.... n+ n- POLY (_rzad) < lista par weztdbw> <_lista wspotczynnikdw>

Przyktady:
EBUFF 12 1011 1.0 ;zrodto liniowe
EAMP 130 POLY (1) 26 0 500 ;zrodto liniowe!
ENONL 1 11 POLY(2) 3040 0 3.2 0.005 ;zrédto nieliniowe

Dodatni biegun zrodta to n+, ujemny biegun zrodta to n-. Dodatni prad ptynie od bieguna
dodatniego do ujemnego przez zrédto. Napiecie sterujace to rdznica potencjatdw miedzy
weztem o0 numerze nc+ i weztem o numerze nc-. Wzmocnienie zrodta podaje sie w polu
_wzmocnienie. W przypadku zrodta nieliniowego (stowo kluczowe POLY) w polu _rzad
podaje sie liczbe napieC wptywajacych na warto§¢ napiecia generowanego przez zrédto
sterowane na zaciskach n+,n-. W tym przypadku na liscie weztéw sterujacych _lista par-
_weztdéw trzeba umiescic liczbe par weztdw (kazda para to jedno napiecie sterujace) rowna
liczbie podangj w polu _rzad. Wspbtczynniki wielomianu opisujacego zwigzek migedzy
napieciem sterowanym i napieciami sterujacymi podane sa naliscie _lista wspotczynnik w.
Wspbtczynniki wielomianu: stron

F ZRODLO PRADU STEROWANE PRADEM
Postat ogdlna:
F.... n+ n- _nhazwa SEM _wzmocnienie
F.... n+ n- POLY (_rzad) < lista nazw> < lista wsp>
Przyktady:
FSENSE 12 VSENSE 10.0 ;zrodto liniowe
FAMP 130 POLY(1) VIN 500 ;zrodto liniowe!

FNONL 111 POLY(2) ViV2 013602 .005 ;zrodto nieliniowe
Dodatni biegun zrodta to n+, ujemny biegun zrédta to n-. Dodatni prad ptynie od bieguna
dodatniego do ujemnego przez zrédto. Prad sterujacy ptynie przez niezalezne zrédto napiecia
0 nazwie podangj w polu _nazwa SEM. Wzmocnienie zrodta podaje sie w polu _wzmoc-



Deklaracje elementow 209

nienie. W przypadku zrodta nieliniowego (stowo kluczowe POLY) w polu _rzad podaje sie
liczbe pradow wptywajacych na wartosSC pradu zrodta sterowanego. W tym przypadku na
liscie nazw niezaleznych zrodet napiecia _lista nazw trzeba umiesci€ nazwy zrédet, przez
ktére ptyna prady sterujace — liczba nazw musi by¢ réwna liczbie podangl w polu _rzad.
Wspbtczynniki wielomianu opisujacego zwigzek miedzy sterowanym pradem i pradami
sterujacymi podane sa na liscie _lista wsp.

Wsp6tczynniki wielomianu: strona[88.]

G ZRODLO PRADU STEROWANE NAPIECIEM
Postat ogolna:
G....... n+ n- nct nc- _transkonduktancja
G....... n+ n- POLY(_rzad) < lista par_weztéw> < lista wsp>
Przyktady:
GBUFF 12 1011 10 ;zrédto liniowe
GAMP 130 POLY(1) 26 0 500 ;zrodto liniowe!

GNONL 111 POLY(2) 3040 0130.2.005 ;zrodto nieliniowe

Dodatni biegun zrodta to n+, ujemny biegun zrodta to n-. Dodatni prad ptynie od bieguna
dodatniego do ujemnego przez zrodto. Napiecie sterujace to rdznica potencjatdw miedzy
weztem 0 numerze nc+ i wezktem o numerze nc-. Transkonduktancje zrédta podaje sie w polu
_transkonduktancja. W przypadku zrédta nieliniowego (stowo kluczowe POLY) w polu
_rzad podaje sie liczbe napiec wptywaacych na wartost pradu zrodta sterowanego. W tym
przypadku naliscie weztow sterujacych _lista_par_weztow trzebaumiescic liczbe par weztow
(kazda para to jedno napiecie sterujace) rowna liczbie podang w polu _rzad. Wspbtczynniki
wielomianu opisujacego zwiazek migedzy sterowanym pradem i napigeciami sterujacymi podane
sa naliscie _lista wsp.

Wspbtczynniki wielomianu: strona[g8]

H ZRODLO NAPIECIA STEROWANE PRADEM
Postat ogolna:
H..... n+ n- _nhazwa SEM _transrezystancja
H..... n+ n- POLY (_rzad) < lista nazw> < lista wsp>
Przyktady:
HSENSE 12 VSENSE 10.0 ;zrédto liniowe
HAMP 130 POLY(1) VIN 500 ;zrédto liniowe!

HNONL 111 POLY(2) V1V2 0136 0.2 .005 ;zrédto nieliniowe
Dodatni biegun zrodta to n+, ujemny biegun zrodta to n-. Dodatni prad ptynie od bieguna
dodatniego do ujemnego przez zrodto. Prad sterujacy ptynie przez niezalezne zrodto napiecia
0 nazwie podang w polu nazwa SEM. Transrezystancje zrodta podaje sie w polu
_transrezystancja. W przypadku zrédta nieliniowego (stowo kluczowe POL YY) w polu _rzad
podaje sie liczbe pradéw wptywagacych na wartoS€ pradu zrodta sterowanego. W tym
przypadku na liscie nazw niezaleznych zrédet napiecia _lista nazw trzeba umiescic nazwy
zrédet, przez ktére ptyna prady sterujace — liczba nazw musi by€ réwna liczbie podangj w
polu _rzad. Wspbtczynniki wielomianu opisujacego zwigzek migdzy sterowanym napieciem
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i pradami sterujacymi podane sa na liscie _lista wsp.
Wspbtczynniki wielomianu: stron

I NIEZALEZNE ZRODLO PRADU
Postat ogolna:
l...... n+ n- [DC _wdc] [AC _mod [_faz]] [_przebieg czasowy]
Przyktady:
IBIAS 13 0 2.3mA
IAC 23 AC.001
IACF 23 AC .001 37
IPUL 2 3 PULSE(OMA 1mA)
IV1 32DC1AC 290 SIN(0.2mA 1mA 1.5kHz)
Dodatni biegun zrédta to n+, ujemny biegun zrédta to n-. Dodatni prad ptynie od bieguna
dodatniego do ujemnego przez zrodto. Sktadowa stata pradu zrodta podaje sie w polu _wdc
po stowie kluczowym DC. Po stowie kluczowym AC podaje sie amplitude (pole_mod) i faze
(pole _faz) sktadowej zmienngj zrodta. Na konhcy deklaracji mozna podat przebieg czasowy
pradu zrodta. Mozliwe sa nastepujace przebiegi:
EXP Ekspotencjalny — opis na stronie 76.
PULSE Przebieg prostokatny — opis na stronie 74.
PWL Odcinkowo-iniowy — opis na stronie 77.
SFFM Sinusoida o czestotliwosci modulowanej sinusoida — opis na stronie 77.
SIN Sinusoidalny — opis na stronie 75.

Patrz strony:

J TRANZYSTOR POLOWY ZLACZOWY
Postat ogolna:

J...... _dren _bramka _zrédto _nazwa modelu [_area)
Przyktady:

JIN 100 1 0 JFAST

J23 22 14 23 INOM 2.0
Liczba podanaw polu _area okreSlaile razy pole powierzchni zajmowane przez deklarowany
przyrzad jest wigksze od pola powierzchni zatozonego w modelu.
Parametry: strona

Opis modelu: strona[156.]

K SPRZEZENIE CEWEK (NIELINIOWY RDZEN MAGNETYCZNY)
Postat ogdlna:

K....... < lista_nazw_IND> wsp_sprzezenia

K....... < lista nazw_IND> _wsp_sprzezenia nazwa modelu
Przyktady:

K1 L12 LWZ 0.82

KTRAF L1L20.99

KNONL L1 L2 L3 L4 0.98 F3001
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Element sprzega magnetycznie cewki, ktérych nazwy wymieniono naliscie lista nazw_IND.
Bezwymiarowy wspétczynnik sprzezenia podaje sie w polu _wsp_sprzezenia. Jezeli podana
zostanie nazwa modelu (pole _nazwa_modelu) to sprzezenie magnetyczne realizowane jest
poprzez nieliniowy rdzeh magnetyczny. W tym przypadku nalezy pamigtac, ze:

0 W deklaracjach sprzeganych cewek zamiast indukcyjnosci podaje sie liczbe zwojow.

[0 Naliscie lista nazw_IND moze pojawic sie tylko jedna nazwa cewki. W ten sposob

mozna modelowat cewke z nieliniowym rdzeniem magnetycznym.

O Material magnetyczny opisywany jest zmodyfikowanym modelem Jiles—a Atherton—a.

Parametry: strona

Opis modelu: strona

L CEWKA MAGNETYCZNA
Postat ogolna:

L.... n+ n- [_nazwa modelu] _indukcyjno&E [IC=_1i]
Przyktady:

LLOAD 15 0 20mH

L21212E-6

LGEN 3 42 LMODE 0.03

LSENSE 5 12 2UH IC=2mA
Dodatni biegun cewki to n+, ujemny biegun cewki to n-. Dodatni prad ptynie od bieguna
dodatniego do ujemnego przez cewke. Cewka moze by¢ opisywana modelem, ktérego nazwe
podaje sie w polu _nazwa _modelu. Model pozwala uwzgledni€ zmiany indukcyjnosci z
temperatura oraz prostych zjawisk nieliniowych. Jednak aby dokiadnie opisat zachowanie
cewki z nieliniowym rdzeniem magnetycznym konieczne jest zadeklarowanie elementu typu
K....... — gprzezenia cewek. WartoSt indukcyjnosci podana w polu _indukcyjnost moze by¢
dodatnia lub ujemna nie moze by¢ jednak rowna zeru. W polu _i podaje sie wartoSt pradu
ptynacego przez indukcyjnoSt w chwili rozpoczecia analizy standw nieustalonych.
Parametry: strona[115]
Opis modelu: strona

M TRANZYSTOR POLOWY MOS
Postat ogolna:
M....... _dren _bramka _zrodto _podtoze _nazwa modelu

+[L=_varl] [W=_var2] [AD=_var3] [AS=_var4] [PD=_var5] [PS=_var6]
+[NRD=_var7] [NRS=_var8] [NRG=_var9] [NRB=_varl(]
Przyktady:
M1 14 2 13 0 PNOM L=25U W=12U
MAS 15 3 0 0 PSTRONG
MA2 0 2 100 100 NWEK L=33U W=12U AD=288P AS=288P PD=60U
+PS=60U NRD=14 NRS=24 NRG=10
Parametry, ktore mozna podaC w linii deklaracji tranzystora M OS maja nastepujace znaczenie:
L Dtugost kanatu tranzystora. Wartos€ domy&na wynosi 100[um].
w SzerokoSt kanatu tranzystora. Wartos¢ domy&na wynosi 100[um].
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AD  Pole powierzchni obszaru dyfuzji drenu. Stuzy do obliczania pradu nasycenia oraz
pojemnosci ztacza dren—podtoze.
AS  Pole powierzchni obszaru dyfuzji zrodta. Stuzy do obliczania pradu nasycenia oraz
pojemnosci ztacza zrodto—podtoze.
PD  Obwdd obszaru dyfuzji drenu. Stuzy do obliczania pojemnosci czesci boczne
(zakrzywiong)) ztacza dren—podtoze.
PS  Obwdd obszaru dyfuzji zrodta. Stuzy do obliczania pojemnosci czesci boczne
(zakrzywiong)) ztacza zrodto—podtoze.
NRD Wzgledna rezystancja obszaru drenu wyrazona liczba kwadratow.
NRS Wzgledna rezystancja obszaru zrodta wyrazona liczba kwadratow.
NRG Wzgledna rezystancja obszaru bramki wyrazona liczba kwadratow.
NRB Wzgledna rezystancja obszaru podtoza wyrazona liczba kwadratow.
Parametry: strony [165,[176,|[184.]
Opis modelu: strony|166,|[[74,[184)]

Q TRANZYSTOR BIPOLARNY
Postat ogolna:

Q....... _kolektor _baza _emiter [_podtoze] _nazwa modelu [_area)
Przyktady:

Q114 2 13 PNOM

Q13 15 3 0 1 NPNSTRONG 1.5
Liczba podanaw polu _area okreSlaile razy pole powierzchni zgjmowane przez deklarowany
przyrzad jest wigksze od pola powierzchni zatozonego w modelu. Parametry modelu | SC oraz
ISE oznaczajgce prady nasycenia dla pradow uptywu ziacza kolektor—baza i ztacza
emiter—baza moga przyjat wartosci >1.0. W tym przypadku prady nasycenia dla pradow
uptywu obliczane sa jako iloczyn parametru IS (prad nasycenia ztaczy) i odpowiednio
parametru | SC oraz | SE.

Parametry: strony
Opis modelu: strona

R OPORNIK
Postat ogolna:

R....... n+ n- [_nazwa modelu] _opornost
Przyktady:

RLOAD 150 2K

R212M0J20

Dodatni biegun opornika to n+, ujemny biegun to n-. Dodatni prad ptynie do bieguna
dodatniego do bieguna ujemnego przez opornik. WartoSt opornosci podanaw polu _opor nost
moze byt dodatnia lub ujemna nie moze by¢ jednak réwna zeru. Za pomoca modelu mozna
opisat zaleznoSt opornosci od temperatury.

Parametry: strona [L12.]

Opis modelu: strona[112. ]
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S KLUCZ STEROWANY NAPIECIEM
Postat ogolna:

S..... n+ n- nc+ nc- _nazwa modelu
Przyktady:

S12 13 17 2 0 SMOD

SRESET 5015 3 RELAY
Klucz sterowany napieciem jest rodzajem nieliniowego opornika wpietego miedzy wezty n+
i n-. Warto& opornosci zmienia sie w sposob ciggty przy zmianach napigcia panujacego
miedzy weztami nc+ i nc-.
Parametry: strona

T BEZSTRATNA LINIA DLUGA
Postat ogolna:

T....... nat na nb+ nb- Z0=_varl [TD=_va2] [F=_var3] [NL=_var4]
Przyktady:

T11 2 34 20=2200HM TD=115NS

T2 12 34 Z0=2200HM F=2.25MHz

T3 12 34 20=2200HM F=4.5MHz NL=0.5
Wejs&cie linii dotaczone jest do weztébw o numerach na+ i na-. Wyjscie linii dotaczone jest
do weztéw numerach nb+ i nb-. Po stowie kluczowym Z0 podaje sie impedancje falowalinii.
Czas przelotu linii podaje sie bezposrednio po stowie kluczowym TD lub przez podanie
czestotliwosci fali (parametr F) i wzglednej dtugosci linii NL . Jezeli parametr NL nie zostanie
podany to przyjmuje sie, ze NL=0.25, tzn. ze linia jest Ewiertfalowa.
Patrz strona:

V NIEZALEZNE ZRODLO NAPIECIA — SEM
Postat ogdlna:
V... n+ n- [DC _war] [AC _amp [_faz]] [ _przebieg czasowy]
Przyktady:
VBIAS 12 0 2.3mV
VAC 2 3 AC 0.001
VACFAZ 2 3 AC .001 50
VPULSE 1 0 PULSE(O 1)
V326 77 DC 12 AC 1.2 56 SIN(1.2 12 200kHz)
Dodatni biegun zrodta to n+, ujemny biegun zrédta to n-. Dodatni prad ptynie od bieguna
dodatniego do ujemnego przez zrédto. Sktadowa stata napiecia zrodta podaje sie w polu _war
po stowie kluczowym DC. Po stowie kluczowym AC podaje sie amplitude (pole _amp) i faze
(pole _faz) sktadowej zmienngj zrodta. Na koncy deklaracji mozna podaC przebieg czasowy
pradu zrodta. Mozliwe sa nastepujace przebiegi:
EXP Ekspotencjalny — opis na stronie
PULSE Przebieg prostokgtny — opis na stronie[74.]
PWL Odcinkowo-liniowy — opis na stronie] 77.]
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SFFM Sinusoida o czestotliwosci modulowanej sinusoida — opis na stronie|77.

SIN Sinusoidalny — opis na stronie
Patrz strona:
W KLUCZ STEROWANY PRADEM
Postat ogolna:
W....... n+ n- _nazwa zrodta _nazwa modelu
Przyktady:

W12 1317 VC WMOD

WRESET 5 0 VRESET RELAY
Klucz sterowany pradem jest rodzajem nieliniowego opornika wpietego miedzy wezty n+ i
n-. Warto& opornosci zmienia sie w sposob ciggty przy zmianach pradu ptynacego przez
niezalezne zrodto napigecia, ktdrego nazwa zostata podana w polu _nazwa_zr 6dta.
Patrz strona:| 78.|

X PODOBWOD
Postat ogolna:

) QT < lista weztéw> nazwa_ podobwodu
Przyktady:

X12 100 101 200 201 DIFAMP

XBUFF 13 15 UNITAMP
Pseudoelement o nazwie zaczynagjace sie od litery ,X” stuzy do wiaczenia podobwodu o
nazwie podangj w polu _nazwa podobwodu w strukture obwodu. Na liscie weztow
_lista weztéw powinny sie znalezt numery weztdw obwodu, do ktérych dotaczone zostana
wezty podobwodu udostgpniane na zewngatrz. Liczba weztdw umieszczonych na liscie
_lista weztéw musi by€ taka sama jak liczba weztéw zadeklarowana w deklaracji .SUBCKT.
Wywotania podobwoddéw moga by€¢ zagniezdzane.
Patrz strona:[68. |



